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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Gehause fur Mikrowellen-Mikrostrip-Schaltungen 

Bei einem Gehause fur Mikrowellen-Mikrostrip-Schaltun- 
gen ist die Mikrostrip-Schaltung als zusammenhangendes 
Streifenleitungsjsystem (6) auf der Oberseite einer mit Die- 
tektrikum (4) beschichteten massiven Grundplatte (3) aus- 
gebildet; in der Kontur der Au&en- und Trennwande (8, 11) 
eines von oben auf die Mikrostrip-Schaltuhg aiifsetzbaren 
niassiven Metallrahmens |7), der mehrere einzelnen Schal- 
tungsbereichen der Mikrostrip-Schaltung zugeordnete . 
Kammern (14, 15^ aufweist, ist das Dielektrikum (4) minde- 
stens in der Breite derebenen Stirnflachen (10) dieser Au- 
Ben- und Trennwande (8, 1 1) auf der Oberflache der Grund- 
platte (3) abgefrast (freigelegte Massebereiche 9); in der 
ebenen Stirnflache (10) mindestens der umlaufenden Au- 
Benwand (11) des Rahmens (7) ist eine umlaufende Nut (18) 
ausgebildet. in welche ein Streif en (23) aus einem elektrisch 
^ leitenden elastischen Material eingelegt ist. durch.den bei 
aufgesetztem Rahmen (7) ein spalifreier Massekontakt zwi- 
schen der Rahmenstirnflache (10) und den freigefrasten 
Bereichen (9) d^r Grundplatte (3) hergestellt wird; tm Be- 
reich von Leiterstreifen (16). w/elche die Schaltungsbereiche 
(12, 13) benachbarter Kammern (14. 15) des Rahmens (7) ver- 
binden, besitzt die Trennwand (8) des Rahmens einen Ab- 
schnitt (17); auf der Oberseite (20) des Rahmens (7) ist ein 
Deckel (1 ) hochf requenzdicht aufgesetzt. 
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Die Erfindung beirifft ein GchSuse fQr Mikrowellen- 
Mikrosirip-Schallungen. 

Es ist bekannt, Mikrowellen-Schaliungen als soge- 5 
nannte Sofiboard-Mikrostrip-Schaltungen auf der 
Oberfiache einer mil einem dunnen Dielektrikum be- 
schichteten massiven Grundplaile in bekannter Atz- 
technik auszubilden (Microwave Journal, November 
1983. S. 105 bis 115). Wenn cine solche Mikrostrip- 10 
Schaliung njcht schon als Ganzes gegen auBen hochfre- 
quenzdichl abgeschlossen werden soli, sondern auch 
einzelne Teilbereiche dieser Schaltung voneinander ab- 
geschirmt werden sollen, ist es ublich. hierfiir ein massi- 
ves MetallgehSuse vorzusehen, das durch Ausfrasen 15 
von einzelnen nach oben offenen Kammern aus einem 
massiven Melallblock hergestellt ist. In die so gebildeten 
offenen Kammern werden dann von oben voneinander 
getrennte einzelne Mikrostrip-Schaltungen eingesetzt 
und iiber Schrauben oder Niederhalter am Boden der 20 
Kammern festgelegt. Die elektrische Verbindung zwi- 
schen den einzelnen Mikrostrip-Schaltungen in den 
voneinander getrennten Kammern erfolgt Ober nach- 
traglich eingesetzte Leiterbrucken, das Gehause wird 
anschlieBend mit einem hochfrequenzdicht aufgesetzten 25 
Deckel verschlossen. Diese. bekannte Gehausekon- 
struktion ist sowohl in der Herstellung als auch im Zu- 
sammenbau relativ aufwendig, sie ist auch in elektri- 
scher Hinsicht vor allem im Mikrowellenbereich nicht 
optimal, da die Masseubergange zwischen den Grund- 30 
piatten der in den einzelnen Kammern eingesetzten Mi- 
krostrip-Schaltungen und der benachbarten Kammer- 
wande und auch die Masseubergange an den Hochfre- 
quenz-VerbindungsIeitungen zwischen benachbarten 
Mikrostrip-Schaltungen nicht spaltfrei sind und daher 35- 
hochfrequente Storsteilen darstellen. Die: einzelnen . .. 
Kammern fOr solche Mikrostrip-Schaltungen ini Mikro- 
wellenbereich mussen auBerdem oftmals als. schmale 
Kanale ausgebildet werden. die in ihrer Breite unterhalb 
der Cutoff-Bedingungen fOr Hohlleitermoden in diesem 40 
Frequenzbereich liegen. Dadurch werden mechanisch 
notwendige Arbeitsgange innerhalb dieser Kammern 
sehr erschwert. beispielsweise das Bonden von Bauele- 
menten auf der Mikrostrip-Schaltung oder die erwahn- 
len elektrische Verbindung zwischen benachbarten 45 
Kammern. Dies ist besonders storend im Entwicklungs- 
stadium.solcher Schaltungen, aber auch spater zu Servi- 
ce-Zwecken. 

Urn diesen Nachteil zu vermeiden wird gemaB der 
Erfindung eine Gehausekonstruktion fur Mikrowellen- 50 
Mikrostrip-Schaltungen laut Patentanspruch 1 vorge- 
schlagen. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich 
aus den Unteranspiruchen. 

GemaB der Erfindung wird auch fur eine Mikrostrip- 
Schaltung. die aus mehreren voneinander abzuschir- 55 
menden Teilbereichen besteht, ein einziges zusammen- 
hangendes Streifenleitungssystem vorgesehen, das auf 
emer emzigen massiven Grundplatte aus Metall in be- 
kannter Sofiboard-Mikrostrip-Technik ausgebildet 
wird. Damit entfallen zwischen den spater in einzelnen eo 
Kammern iiegenden Schaltungsbereichen gesonderte 
Hochfrcquenzubergange und es entstehen auch keine 
storenden Massespalte, da die Grundplatte fOr alle 
^chaltungsbereiche gemeinsam • durchgehend ist. Die 
Mikrowellen-Mikrostrip-Schaltung kann vor dem Auf- 55 
setzen des Rahmengehauses v61Iig fertig verdrahtet 
werden. der Zugang zu den Streifenleilungen auf der 
Oberfiache der Grundplatte ist frei fiir jede An von 



Werkzeug es kann so auch sehr leicht gebondet werdeS 
Es ist Icdighch erforderlich. nach der Fertigstellung der* 
Mikrostrip-Schaltung und vor deren BestQckung auf der 
Oberfiache der massiven Grundplatte in der Kontur der 
AuBen- und Trennwande des aufzusetzenden Metall- 
rahmens die dielektrische Schicht von der Grundplatte 
abzufrasen, um so Massebereiche auf der Grundplatte 
freizulegen, auf die dann spater die Stirnflachen des Me- 
tailrahmens aufgesetzt werden. Die spatere gute elektri- 
sche Masseverbindung zwischen den Stirnflachen des 
Abschirmrahmens und den durch Frasen freigelegten 
Bereichen der Grundplatte wird dadurch erreichi. daB 
zwischen diesen Stirnflachen und den Massebereichen 
der Grundplatte noch eine elektrisch leitende elastische 
schnurartige Dichtung beispielsweise aus einem elek- 
trisch leitenden Silikonelastomer eingelegt wird. die den 
beim Zusammenschrauben von Grundplatte und Rah- 
men zwangslaufig vorhandenen Spalt galvanisch leitend 
uberbruckt Es entsteht so ein vdllig geschlossenes Ge- 
hause mit guten MasseQbergangen zwischen alien Be- 
reichen der Mikrostrip-Schaltung und ohne storende 
Spalie zwischen Hochfrequenz-Ubergangen innerhalb 
des Gehauses, das in seinen Abschirmeigenschaften 
gleichwertig ist mit den bekannten gefrasten Massivge- 
hausen mit integriertem Boden. Trotzdem ermdglicht 
em erfindungsgemaBes Gehause einen wesentlich einfa- 
cheren, billigeren und vor allem auch elektrisch definier- 
teren Aufbau der eigentlichen Mikrostrip-Schaltung. da 
diese als zusammenhangendes Streifenleitungssystem 
auf nur einer Grundplatte ausgebildet wird. AuBerdem 
ist ein erfindungsgemaBes Gehause wesentlich service- 
freundlicher und auch wesentlich besser fur Entwick- 
lungsarbeiten im Labor geeignet, da der Rahmen jeder- 
zeit von der Grundplatte abgenommen werden kann 
und dann auf dem freiliegendeniStreifenleitungssystem 
Entwicklungsarbeiten oder Semcearbeiten ohh^ Sto- 
rung durch enge Trennwande durchgefuhrt werden 
konnen. 

GemaB einer Weiterbildung der Erfindung hat es sich 
als besonders vorteilhaft erwiesen. zusatzlich noch in 
den Bereichen der AuBen- und/oder Trennwande des 
Rahmens, in denen eine besonders gute Masseverbin- 
dung im Bereich vori Hochfrequenzubergangen ge- 
wiinschte wird. die den elastischen Kontaktstreifen auf- 
nehmende Nut seitlich so nach innen zu dffnen. daB das 
elastische Material dieses Kontaktstreifens beim Zu- 
sammenpressen von Rahmen und Grundplatte nach in- 
nen in den Spalt zwischen Grundplatte und Rahmen- 
wand gedruckt wird. Damit wird dann unmittelbar un- 
terhalb der. in diesem Bereich vorgesehenen Hochfre- 
qiienz-Verbindung, beispielsweise unterhalb des Innen- 
leiters eines in der Rahmenwand eingebauten Koaxial- 
steckers, der mit einer Leiterbahn'der Mikrostrip-Schal- 
tung verbunden werdeh'sq!i;!aijch^ein^^gute^ vor 
allem definierter Masseiibergang. des • Mikrostrip-Sy- 
stems in diesem Bereich erzielt. Die erfindungsgemaBe 
Gehauseart ist auBerdem sehr kostengflnstig herstell- 
bar. da die Grunddaten fur das Steuerprogramm der 
NC-Frasmaschinen sowohl fur das Ausfrasen der di- 
elektrischen Schicht auf der Grundplatte als auch fur 
das Ausfrasen des Rahmens mit seinen Trennwanden 
und Kammern aus einem massiven Metallblock jeweils 
mit ein und demselben Programm, teilweise in Verbin- 
dung niit der Schallungssimulation erzeugt werden kon- 
nen. Die fertigungstechnisch unvermeidlichen.ToIeran- 
zen zwischen Grundplatte und Gehauserahmen werden 
durch die zusiizlichen erfindungsgemaBen MaBnahmcn 
aufgcfangen, vor allem durch den guten definierten 
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MasseObergang an wichtigen Obergangsstellen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand schemati- 
scher Zeichnungcn an einem Ausfuhrungsbeispiels na- 
her erlauiert. 

Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung etwa in 
naturlicher GroBcein erfindungsgemaOes Gehause mil 
nach oben abgenommenem Deckel 1 und mit nach un- 
ten abgenommener Soflboard-Mikrostrip-Grundplalte 
2. 

Fig. 2 zeigt in vergroBerter Darstellung einen Schnitt 
iangsder Linie M. 

Auf einer massiven Grundplatte 3 aus Metal!, bei- 
spielsweise Aluminium oder Kupfer mit einer Dicke von 
etwa drei bis funf Millimeter, auf welcher eine diinne 
dielektrlsche Schicht 4 von beispielsweise O;^ mm Dicke 
aufkaschiert ist und auf der darOber auBerdem eine sehr 
dunne Kupferschicht 5 von beispielsweise nur 5 - 1 7 jim 
aufgebracht ist, wird in bekannter Mikroslrip-Atztech- 
nik die gewunschte Mikrowellenschaltung ausgebildet. 
wie dies in Fig. 1 schematisch durch die Leitungszuge 6 
angedeutet ist. AnschlieBend wird dann die dielektrische 
Schicht 4 von der Oberflache der Grundplatte 3 mit 
einer NC-gesteuerten Frasmaschine in derselben Kon- 
tur abgefrast, mit welcher vorher ebenfalls auf einer 
Frasmaschine aus einem massiven Metallblock der Rah- 
men 7 mit einzelnen voneinander durch Trennwande 8 
getrennten Abschirmkammern hergestellt- wurde, so 
daB auf der Oberseite der Metall-Grtindplatte 3 zwi- 
schen einzelnen ' Bereichen der Mikrostrip-Schaltung 
freiliegende Metallbereiche 9 entstehen. die in ihrer 
Form und in ihrem UmriB den Stirnflachen 10 der Au- 
Benwande 11 bzw. der Trennwande 8 des Rahmens 7 
entsprechen. Die Sieuerprogramme fur die NC-Frasma- 
schinen zur Herstellung des Rahmens 7 und der Kontur- 
frasung auf der Grundplatte 3 konnen zum groBten.Teil 
automatisch aus den Simulations- und . Layout-Daten 
der Mikrowellenschaltung 6 gewonnen werden. Trotz- 
dem bleiben die einzelnen Schaitungsbereiche elek- 
trisch miteihander verbunden, wie dies beispielsweise 
fur die belfien Schaitungsbereiche 12 und 13. die vonein- 
ander getrennt in den Kammern 14 und 15 unterge- 
bracht sind, durch die dazwischen verbleibenden Di- 
elektrikumsstege 16 und den darauf ausgebildeten Strei- 
fenleitungen schematisch angedeutet ist. Die Trenn- 
wand 8 zwischen den Kammern 14 und 15 ist im Bereich 
dieser Hochfrequenz-Ubergange 16 mit entsprechen- 
den Ausschnitten 17 versehen, die in an sich bekannter 
Weise in elektrischer Hinsicht bemessen sind und trotz 
des Ausschnittes die gewunschte elektrische Entkopp- 
lung zwischen den Schaltungsbereichen 12 und 13 ge- 
wahrleisten. Auf der in der Fig. 1 nicht sichtbaren unte- 
ren Stirnflache 10 des Rahmens 7 ist in den unfilaufenden 
Stirnflachender AuBenwande 11 eine Nut 18ausgefrast, 
die in ihrer Form der Nut 19 entspricht, die in Fig. 1 
auch in den oberen Stirnflachen 20 des Rahmens 7 aus- 
gefrast ist. Diese Nut 18 ist innerhalb der Befestigungs- 
locher fur die Schrauben 21 gefiihrt, wenn nicht genii- 
gend Platz ist sogar im Bereich dieser Befestigungslo- 
cher schleifenartig um die Locher herumgefiihrt, wie 
dies auf der oberseitigen Nut 19 im Bereich des dortigen 
Befestigungsloches 22 schematisch angedeutet ist. In 
diese Nut 18 ist ein Sffeifen 23 aus elektrisch leitendem 
elastischem Material, beispielsweise ein Dichtungsstrei- 
fen aus elektrisch leitendem Silikonelastomer eingelegt, 
wie er fur Abschirmzwecke von der Firma Germania 
Hochfrequenztechnik. Hamburg, angeboten wird. 
Wenn eine besonders gute Abschirmung zwischen be- 
nachbartcn Kammern gewiinschi wird, kann auch in den 


Stirnwanden der Trennwande 8 des Rahmens eine eni- 
sprechende Nut zum Einlegen eines solchen Kontakt- 
sireifens ausgebildet werden, wie dies fur die Oberseite 
mit der Nut 24 angedeutet ist. Wichtig ist, daO der Kon- 
5 laktstreifen eine nach auBen geschlossene Schleife und 
somii eine allseits hochfrequenzdichte Masseverbin- 
dung zwischen Grundplatte 3 und Rahmen 7 herstellt. 
Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, an der SloBstelle 
des Kontaktstreifens die Nut parallel uberlappend aus- 
10 zubilden. wie dies im Bereich 25 wiederum auf der Ober- 
seite des Rahmens angedeutet ist. so daB in diesem Be- 
reich auch der in die Nut eingelegte Kontaktslreifen 23 
sich entsprechend Oberlappt. Gleiches gilt fiir die Ver- 
bindungsstellen zwischen dem Kontaktstreifen 24 der 
15 Trennwande 8 und dem umlaufenden AuBenwand-Kon- 
taktstreifen, wie dies schematisch bei 26 angedeutet ist. 
Beim Aufsetzen der Grundplatte 3 von unten auf die 
Stirnseiten 10 des Rahmens 7 passen also die einzelnen 
Teilbereiche der Mikrostrip-Schaltung genau in die zu- 
20 gehorigen Kammern, beispielsweise die Schaitungsbe- 
reiche 12 und 13 mit geringer Toleranz in die zugehdri- 
gen Kammern 14 und 15, die Stirnflachen der AuBen- 
wande 11 und Trennwande 8 passen auBerdem exakt 
auf die durch Frasen freigelegten Massebereiche 9 der 
25 Grundplatte 3 und durch den zwischengelegten Kon- 
taktstreifen 23 wird beim Anschrauben der Grundplatte 
■3 uber die am Rand verteilten Schrauben 21 ein guter 
Massekontakt zwischen den Stirnflachen des Rahmens 
7 und der Grundplatte 3 erreicht, da sich der elastische 
30 Kontaktstreifen 23 entsprechend verformt und eine gu- 
te elektrische Abdichtung gewahrleistet, wie dies sche- 
matisch in Fig. 2 angedeutet ist Auf die Oberseite des 
Rahmens 7 kann als Abschirmdeckel ein iiblicher Me- 
talldeckel 1 hochfrequenzdicht aufgeschraubt werden, 
35 fOr diese dort erforderliche Masseverbindung genugen 
zwischengelegte:0bliche3 Kontaktflaerbieche oder ein 
zwischengelegtes Metallgewebebahd.. Zum besseren 
Verstandnis der Ausbildung der in Fig. 1 nicht sichtba- 
ren unteren Stirnflache, 10 und der dort; ausgefrasten 
40 Nut 18 ist in dem gezeigten Ausfiihrurigsbeispiel jedoch 
auch auf der Oberseite eine entsprechende Nut 19 in der 
Stirnwand des Rahmens 7 ausgefrast und auch fur die 
hochfrequenzdichte Deckelanbringung kann daher 
auch auf der Oberseite ein entsprechender elastischer 
45 Kontaktstreifen, der dem Streifen 23 entspricht. einge- 
legt sein, der dann auch auf der Oberseite eine gute 
Masseverbindung gewahrleistet 

Es hat sich als zweckmaBig erwiesen, beim Ausfrasen 
der Bereiche 9 auf der Oberseite der Grundplatte 3 
50 nicht nur die dielektrische Schicht 5 abzufrasen, sondern 
noch etwas tiefer in die darunterliegende Oberflache 
der Grundplatte 3 einzufrasen, etwa I mm tief, wie dies 
in Fig. 2 schematisch angedeutet ist, so daB beim spate- 
ren Zusammenbau das eigentiiche Streifenleitungssy- 
55 stem etwas erhoht innerhalb der. Kammern des Rah- 
mens 7 zu liegen kommt und die eigentiiche Massever- 
bindung zwischen Rahmen 7 und Grundplatte 3 etwas 
vertieft darunterliegt Samtliche'spanabhebend behan- 
deiten Flachen werden zur Verbesserurig der elektri- 
60 schen Eigenschaften galvanisch durch z.B. Vergolden 
Oder Versilbern nachbehandelt Dies gilt sowohl filr den 
Rahmen 7, den Deckel 1 und die Grundplatte 3. 

Im Bereich von* HochfrequenzQbergangen. beispiels- 
weise beim Obergang von dem Streifenleiter 26 auf den 
65 Innenleiter 27 eines in der AuBenwand des Rahmens 7 
eingebauten Koaxialsteckers 28, kann es erforderiich 
sein, daB hier eine besonders gute spaltfrcie und vor 
allcm ftlektrisch dcfinierie Masseverbindung bcslcht al- 
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SO beispielsweise unterhalb des mil dem Streifenleitcr 
26 verbundenen Innenleilcrendes 27 zwischen der 
Grundplatte und der den AuBenleiter des Koaxialstek- 
kers 28 aufnehmenden AuBenwand 29 des Rahmens 7. 
Zu diesem Zweck ist im Bereich unterhalb des Innenlel- 5 
ters 27 die innere Wand 30 der Nut 18 weggenommen, 
so daB in diesem schmalen Bereich von beispielsweire 
nur 10 mm Nutlange das leitende elasiische Material 
des Kontaktstreifens 23 beim Zusammendrucken von 
Grundplatte 3 und Rahmen 7 nach innen flieBen kann. 10 
wie dies in Fig. 2 schemaiisch angedeutet ist Dadurch 
wird dann der fertigungstechnisch unvermeidbare Spalt 
31 zwischen Grundplatte 3 und benachbarter AuBen- 
wand 29 entsprechend mit leilendem Material ausgefullt 
und es entsteht hier so eine einwandfr'eie kurzeste Mas- 15 
severbindung und ein stdrender Stromumweg langs des 
Spaltes 31. wie er ohne diese MaBnahme vorhanden 
ware, wird vermieden. Wenn zu Versuchszwecken oder 
auch spater zu Servicearbeiten der Rahmen 7 ofters von 
der Grundplatte 3 abgenommen werden muB und dazu 20 
mehrere Hochfrequenzausgange nach auBen getrennt 
werden mussen. also beispielsweise zum Abnehmen der 
Grundplatte 3 dann die Verbindung zwischen Innenlei- 
ter 27 und Streifenleitung 26 im Sinne der Fig. 2 gelost 
werden muB. kann es von Vorteil sein. hierfUr anstelie 25 
einer Lotverbindung eine cinfache Druckkontaktver- 
bindung vorzusehen. Dies ist mit Spezial-KoaxialOber- 
gangen. z.B. durch vorgespannte Innenleiter mogiich 
Oder dies kann.beispielsweise dadurch geschehen, daB 
auf der AuBenwand des Rahmens 7 beispielsweise in 30 
einer entsprechenden senkrechten Nut oberhalb des In- 
nenleiters 27 ein nachgiebiger Stempel 32 aus Isolierma- 
terial befestigt wird. der iiber eine Feder 33 oder ein 
elastiisches Material in Richtung nach unten nachgiebig 
vorgespannt ist. Beim Aufsetzen des Rahmens 7 auf die 35 
Grundplatte 3 wirkt dieser Stenipel 27 mit seiner Spitze 
auf das freie Ende des Innenleiters 7 und druckt diesen 
dann auiomatisch auf die darunteriiegende Streifenlei- 
tung 26. Damit ist das Losen von Ldtverbindungen zum 
Abnehmen der Grundplatte 3 vermieden. . 40 

Die Mikrostrip-Schaltung auf der Grundplatte kann 
selbsiverstandlich auch in sogenannter Koplanar- und 
Schliizleitungstechnik ausgebildet werden, bei der auf 
der Oberseite zusatzlich noch entsprechende Massebe- 
reiche ausgebildet sind, die uber entsprechende Durch- 45 
kontaktierungen mit der Grundplatte 3 verbunden sind. 
AuBerdem kann es von Vorteil sein, auf der Ruckseite 
der Grundplatte 3 noch eine zusatzliche gedruckte 
Schaltungsplatte anzubringen, auf welcher Versor- 
gungs- Oder Regelschaltungen fur die eigentliche innen- 50 
hegende Mikrowellen-Schaltung ausgebildet sein kdn- 
nen. - 


kum (4) mindestens in der Breite der ebcnen 
Stirnfiachen (10) dieser AuBen- und Trenn- 
wande (8, 11) auf der OberflMche der Grund- 
platte (3) abgefrast (freigelegte Massebereiche 

9); 

c) in der ebenen Slirnflache (10) mindestens 
der umlaufenden AuBenwand (11) des Rah- 
mens (7) ist eine umlaufende Nut (18) ausgebil- 
det, in welche ein Streifen (23) aus einem clek- 
trisch leitenden elastischen Material eingelegt 
ist, durch den bei aufgesetztem Rahmen (7) ein 
spaltfreier Massekontakt zwischen der Rah- 
menstirnflache (10) und den freigefrasten Be- 
reichen (9) der Grundplatte (3) hergestellt 
wird; 

d) im Bereich von Leiterstreifen (16), welche 
die Schaltungsbereiche (12, 13) benachbarter 
Kammern (14, 15) des Rahmens (7) verbinden, 
besitzt die Trennwand (8) des Rahmens einen 
Ausschnitt(17); 

c) auf der Oberseite (20) des Rahmens (7) ist 
ein Deckel (1) hochfrequenzdicht aufgesetzt. 

2. GehSuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB in Bereichen der AuBen- und/oder Trenn- 
wande (8, 1 1). in denen ein besonders guter Masse- 
kontakt zwischen Grundplatte (3) und dem aufge- 
setzten Rahmen (7) gewiinscht ist, insbesondere im 
Bereich von Leitungsdurchfuhrungen (27) in der 
RahmenauBenwand (11), die den elastischen Kon- 
taktstreifen (23) aufnehmende Nut (18) seitlich of- 
fen ist (Ausbrechung 30 der Nutwand nach innen). 
so daB das elastische Kontaktstreifenmaterial nach 
innen in den Spalt (31) zwischen benachbarter 
Grundplatte (3) und Rahnienwahd (29) gedruckt 
wird. . • 

3. Gehaiise nach Arispriich 1 oder 2 mit einer durch 
die AuBenwand (29) des Rahmens (7) hindurchge- 
fuhrten, ins Kammerinnere abstehenden und an ei- 
ner Streifenleitung (26) der Mikrostrip-Schaltung 
anzuschlieBenden Verbindungsleitung (27), da- 
durch gekennzeichnet, daB oberhalb des Endes der 
Verbindungsleitung (27) an der Rahmenwand (29) 
ein bei aufgesetztem Rahmen (7) dieses Leitungs- 
ende nach unten auf die Streifenleitung (26) druk- 
kender nachgiebiger Stempel (32) aus Isoliermate- 
rial vorgesehen ist. 
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K Gehause fur Mikrowellen-Mikrostrip-Schaitun- 
gen gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 
■a) die Mikrostrip-Schaltung ist als zusammen- 
hangendes Streifenleitungssystem (6) in be- 
kannter Weise auf der Oberseite einer mit Di- eo 
elektrikum (4) beschichteten massiven Grund- 
platte (3)ausgebildet(Softboard-Bauweise); 
b) in der Konlur der AuBen- und Trennwande 
(8, 11) eines von oben auf die Mikrostrip- 
Schaltung aufsetzbaren massiven Metallrah- 65 
mens (7). der mehrere einzelnen Schaliungsbe- 
reichen der Mikrostrip-Schaltung zugeordnete 
Kammern (14. 15) aufwcist, isi das Diclektri- 
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